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集成电路产业发展已成成为国家重点战略 

1、集成电路已成为支撑中国发展的战略物资 

2、集成电路技术是国家实力竞争的战略制高点 

3、市场需求提供了历史性的产业发展机遇与空间 

“十一五”：突破产品核心技术；开发关键产品；构建创新体系；培育产业基础。  

“十二五”：掌握核心技术；开发优势产品；形成创新特色；提高产业实力。  

“十三五”：开发创新技术；确立优势地位；进入世界前列；实现同步发展。  

国家科技重大专项和产业投资基金引领我国集成电路产业发展到了一个新的高度。  

 

国家科技重大专项实施进展 

1、中国集成电路形成了技术体系，建立了产业链，产业生态和竞争力得到了完善和提升。  

2、高端芯片设计能力大幅提高。 

3、制造工艺取得长足进步，65、40、28 纳米工艺量产，14 纳米技术研发突破，特色工艺竞争力

提高。 

4、集成电路封装从中低端进入高端，竞争力大幅提升。  

5、关键装备和材料实现从无到有，整体水平达到 28 纳米，部分产品进入 14-7 纳米，被国内外

生产线采用。 

6、培养了一批富有创新活力，具备一定国际竞争力的骨干企业。 

 

自主知识产权大幅提升，处处受制于人局面得到改变 

1、集成电路制造、封测、材料、设备等产业专利申请数量快速增长，专项支持比例占企业新增专

利量的 50%； 

2、专项实施期间企业累计申请发明专利 43292 项，其中依托专项申请发明专利 25138 项。 

 



制造工艺发展自主权提高：从“引进消化吸收再创新”转为“自主研发加国际合作” 

3D NAND 技术研发取得重大进展和创新。 

以自主知识产权为基础开展研发，提出新构架 XTacking。这是一个里程碑：中国企业首次在集

成电路领域提出重要的新构架和技术路径。 

1、国内大容量高密度 NAND 型存储器零的突破。 

2、实现 NOR 到 NAND、2D 到 3D、SLC 到 TLC 三方面的技术跨越。 

中国封测产业技术进步，技术覆盖率达到 90%。 

中国封测产业变化，封测销售产品中先进封装技术占比由 2008 年不足 5%到 2017 年超过。 

 

封测发展的机遇 

1、上下游产业相互渗透与融合 

（1）芯片代工厂向封装延伸，如 TSMC 的 INFO 技术； 

（2）封装业借助芯片制造工艺，如 Middle-end 工艺（晶圆级封装、3D TSV 等）； 

（3）基板制造业向封装渗透，如嵌入式基板。 

2、应用/终端驱动 

（1）产品多元化：从智能手机到物联网、 5G 通讯、人工智能、无人驾驶、虚拟现实等； 

（2）针对性的封装技术开发。 

 

未来发展的思考 

  原创性的封装技术来源于 IDM，芯片设计公司以及不具有封测能力的终端厂商必然寻求与

高水平的封装代工厂的战略合作——虚拟 IDM 模式。 

  封装代工厂需要紧跟先进的制造工艺和设计公司的新产品。  

  通过对所使用材料、设备的大规模量产实现成本的优化，完成封装技术和工艺的创新。  

  满足终端厂商和设计公司的根本需求，实现从第二供应商到第一供应商的转变。  

 

 

 



行业创新合作平台开始发挥作用 

  华进研发中心：通过多家国内外知名企业及供应商资质审核并建立长期合作关系，包括

Intel、微软、 ADM、 Synaptic、 LittleFuse、 TDK-EPCOS、华为、美新、德毫光电等，

已启动 ISO17025 资质认证； 

  与航天科技、中电科技、中国科学院等集团下属研究院（所）保持稳定的合作关系，支持

多项国家重大工程； 

  新技术产品包括射频通讯系统集成、 MEMS 加速度计封装、指纹传感器封装、 TSV-CIS 封

装、77G 汽车雷达封装、硅基 MEMS 滤波器、高速传输光引擎、无中微子双贝塔衰变探测

器等。 

装备和材料是产业的基石，是推动集成电路技术创新的引擎 

  一代技术依赖于一代工艺，一代工艺依赖一代设备和材料来实现  

  国际上集成电路装备垄断趋势加剧。 

任务部署——装备整机 

  国内集成电路装备已进行了系统部署，主要种类已涵盖。  

  高端关键装备和材料从无到有，形成一定支撑能力  

i.20 种芯片制造关键装备、17 种先进封装设备和 103 种关键材料产品通过大生产线验证进

入海内外销售； 

ii.芯片制造关键装备品种覆盖率达到 31.1%，新建生产线国产化率达到 13%；先进封装关键

装备品种覆盖率和国产化率均达到 80%； 

装备及材料主要进展情况 

  产品细分系列不断丰富，工艺覆盖率持续提升。 

1、逻辑产品国产装备工艺覆盖率持续提升； 

2、PVD、介质刻蚀机、LPCVD 等 6 种装备进入 14nm 线验证，进展顺利，介质刻蚀等部分产品通

过 7nm 验证； 

3、存储器产品，国产装备工艺覆盖率约 15-25%。 

  核心零部件在泛半导体大批量使用，在 IC 装备的应用逐步提高。 

o  反应腔室及金属零部件等大批量供应国内外市场；  

o  2018 年预计实现 1 亿美元销售； 

o  干泵批量进入装备及国内主要 FAB 线，成为主要供应商之一； 

o  流量计、机械手、陶瓷部件等在泛半导体产业大批量使用，逐步提升 IC 领域

的市场比例； 

o  分子泵、静电卡盘、射频电源、压力计等零部件验证中。  



  IC 装备销售额连续增长，企业规模和竞争能力逐步提升。  

  国产装备和材料对泛半导体产业起到了显著的辐射带动作用。  

光伏、LED 等产业关键设备大批量国产化，推动了产业整体竞争力的大幅提升，在这些产业规模

跃居世界第一的过程中发挥了显著作用。 

LED：LED 生产线国内具备整线配套能力。刻蚀机、 PVD 等装备市占率达到 80%左右，中微 MOCVD

实现大批量供货，成为国内市场主流，打破该设备长期依赖进口的局面。 

光伏：国产装备成为国际市场主流，具备整线配套能力。  

先进封装：国产装备采购比例达到 79%，节约设备采购资金 30%以上。 

微显示：具备成套供货能力，国产设备有望支撑微显示器件行业，形成国际竞争力的中国系统解

决方案。 

 

晶圆制造材料领域专项布局 

2008 年之前，8-12 英寸晶圆制造材料几乎 100%依赖进口，目前关键材料品种覆盖率达到 25%，

国产化率达到 20%。 

在专项实施及带动下，攻克了一批制约材料产业发展的成套技术，开发了一批高端集成电路制造

用关键产品，填补了国内空白，一些材料成为国内制造企业的基线产品，部分企业步入快速发展

通道，初步形成了我国集成电路制造用材料供应链雏形。  

“中兴事件”只是最新的一个案例。 

2015 年 4 月，美国商务决定对中国四家国家超级计算机中心禁售至强 PHI 计算卡； 

2016 年 1 月，美国外商投资委员会（CFIUS）否决了中国投资者收购飞利浦旗下子公司的照明业

务； 

2016 年 2 月，紫光股份因 CFIUS 审查而放弃收购西部数据； 

2016 年 3 月，美国商务部宣布对中兴通信实施制裁； 

2016 年 10 月，德国政府撤回对中资企业收购 Aixtron 的批准； 

2016 年 11 月，美国商务部长珮尼 · 普利兹克警告，中国政府主导在半导体领域大规模投资扭

曲全球集成电路市场，破坏行业创新生态系统； 

2017 年 1 月，美国总统科学技术咨询委员会向美国新政府提交的最新报告建议对中国集成电路产

业进行限制； 

2018 年 4 月，美国政府宣布启动对中兴通讯制裁，断绝其美国供应链。  

从自身发展到全球格局，中国 IC 产业都需要再定位。 



1、“从无到有”进行产业链布局后，中国需要“升级版的发展战略”，不能再一味追求建厂扩产

了； 

2、下阶段战略是“以产品为中心，以行业解决方案为突破口”。系统应用、设计、制造和装备材

料必须更有力的措施，实现融合发展； 

3、从“追赶战略”转向“创新战略”，在全球产业创新链中形成自己的特色。以中国市场引领全

球市场，重塑全球产业链。 

  立足中国市场实现世界水平创新，在若干核心技术领域形成具有特色的创新技术和创

新产品。 

  通过产业链协同，技术创新与商业模式创新并行。  

 

亟待解决的几个问题 

1、产业模式单一，需要在无晶圆设计和芯片代工制造基础上，根据产品特点发展多元的模式，尤

其是 IDM。 

2、装备和材料仍然是短板； 28nm 以上的产品工艺和特色工艺种类覆盖仍然不够；尖端工艺的追

赶难度变大。 

3、协同发展的产业生态需要近快形成，“系统—芯片—工艺—装备—材料”紧密协同对整个产业

发展至关重要。 

4、产业布局的无序竞争、碎片化与同质化倾向，与国际整合趋势背道而驰。  

5、随着技术差距的缩短，“短兵相接”的企业研发压力和投入成倍增长，倍感吃力。长远看，基

础研究和前瞻技术布局不足，创新跨越缺乏支撑。 

6、产业政策仍有缺失；已有政策落实也未到位；对竞争对手的非正当竞争缺乏制止手段。  


